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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年9月17日(2009.9.17)

【公開番号】特開2009-177190(P2009-177190A)
【公開日】平成21年8月6日(2009.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2009-031
【出願番号】特願2009-19862(P2009-19862)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/458    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/458   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月14日(2009.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧可能なチャンバ（３）と、
　基板（２）が収容される基板収容孔（１９，１９Ａ～１９Ｉ）が設けられ、この基板収
容孔の孔壁（１５ｄ）から突出する基板支持部（２１）を備える、前記チャンバに搬入搬
出可能なトレイ（１５）と、
　前記チャンバ内に設けられ、トレイ支持部（２８）と、このトレイ支持部から上向きに
突出し、かつその上端面である基板載置面（３１）に前記基板の下面が載置される基板載
置部（２９，２９Ａ～２９Ｄ）とを備える、誘電体部材（２３）と、
　前記基板載置部に少なくとも一部が内蔵された、前記基板を前記基板載置面に静電吸着
するための静電吸着用電極（４０，４０Ａ，４０Ｂ）と、
　前記静電吸着用電極に直流電圧を印加する直流電圧印加機構（４３，４３Ａ～４３Ｆ）
と、
　前記基板と前記基板載置面との間に伝熱ガスを供給する伝熱ガス供給機構（４５，４５
Ａ～４５Ｄ）と
　を備え、
　前記基板の搬送時には、前記基板収容孔に収容された前記基板の下面の外周縁部分が前
記基板支持部に支持され、
　前記基板の処理時には、前記基板載置面が前記トレイの厚み方向に進入するように構成
された前記基板収容孔に前記基板載置部が前記トレイの下面（１５ｃ）側から挿入されて
前記トレイの下面（１５ｃ）が前記誘電体部材の前記トレイ支持部に載置され、前記基板
載置面に載置された前記基板の下面と、前記トレイ支持部に載置された前記トレイの基板
支持部２１の上面（２１ａ）との隙間である第１の隙間（δ２）が０．２～０．３ｍｍ程
度であることを特徴とする、プラズマ処理装置。
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【請求項２】
　前記基板載置面に載置された前記基板の外周縁と、前記トレイ支持部に載置された前記
トレイの前記基板収容孔の孔壁との隙間である第２の隙間（δ１）が０．１～０．２ｍｍ
程度であることを特徴とする、請求項１に記載のプラズマ処理装置。
【請求項３】
　前記基板載置部の側壁と前記トレイ支持部に載置された前記トレイの前記基板支持部の
先端部との隙間である第３の隙間（δ３）が、前記第１の隙間（δ２）より大きいことを
特徴とする、請求項１又は請求項２に記載のプラズマ処理装置。
【請求項４】
　基板（２）が収容される基板収容孔（１９，１９Ａ～１９Ｉ）が設けられ、この基板収
容孔の孔壁（１５ｄ）から突出する基板支持部（２１）を有する、前記基板を搬送可能な
トレイ（１５）を準備し、
　減圧可能なチャンバ（３）内に配置され、トレイ支持部（２８）と、このトレイ支持部
から上向きに突出する基板載置部（２９，２９Ａ～２９Ｄ）とを備え、静電吸着用電極（
４０Ａ，４０Ｂ）が前記基板載置部の少なくとも一部が内蔵されている誘電体部材（２３
）を準備し、
　前記トレイの前記基板収容孔に基板（２）を収容し、前記基板支持部で前記基板の下面
（２ａ）の外周縁部分を支持させた状態で、前記チャンバ内に前記トレイを搬入し、
　前記誘電体部材の上方に前記トレイを配置し、
　前記トレイを前記誘電体部材に向けて降下させ、基板載置部（２９，２９Ａ～２９Ｄ）
を、前記トレイの下面側から前記基板収容孔に挿入させ、前記トレイの下面を前記誘電体
部材のトレイ支持部（２８）に載置すると共に、前記基板収容孔に進入した前記基板載置
部の上端面である基板載置面（３１）で前記基板の下面（２ａ）を持ち上げ、前記トレイ
の前記基板支持部の上面（２１ａ）に対して０．２～０．３ｍｍ程度の隙間（δ２）をあ
けて上方に配置されるように、前記基板載置面に前記基板を載置し、
　前記静電吸着用電極（４０Ａ，４０Ｂ）に直流電圧を印加して、前記基板載置面に前記
基板を静電吸着させ、
　前記基板の下面と前記基板載置面との間の空間に伝熱ガスを供給し、
　前記チャンバ内にプラズマを発生させる、プラズマ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第１の発明は、減圧可能なチャンバと、基板が収容される基板収容孔が設けられ、この
基板収容孔の孔壁から突出する基板支持部を備える、前記チャンバに搬入搬出可能なトレ
イと、前記チャンバ内に設けられ、トレイ支持部と、このトレイ支持部から上向きに突出
し、かつその上端面である基板載置面に前記基板の下面が載置される基板載置部とを備え
る、誘電体部材と、前記基板載置部に少なくとも一部が内蔵された、前記基板を前記基板
載置面に静電吸着するための静電吸着用電極と、前記静電吸着用電極に直流電圧を印加す
る直流電圧印加機構と、前記基板と前記基板載置面との間に伝熱ガスを供給する伝熱ガス
供給機構とを備え、前記基板の搬送時には、前記基板収容孔に収容された前記基板の下面
の外周縁部分が前記基板支持部に支持され、前記基板の処理時には、前記基板載置面が前
記トレイの厚み方向に進入するように構成された前記基板収容孔に前記基板載置部が前記
トレイの下面側から挿入されて前記トレイの下面が前記誘電体部材の前記トレイ支持部に
載置され、前記基板載置面に載置された前記基板の下面と、前記トレイ支持部に載置され
た前記トレイの基板支持部２１の上面との隙間である第１の隙間（δ２）が０．２～０．
３ｍｍ程度であることを特徴とする、プラズマ処理装置を提供する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第２の発明は、基板が収容される基板収容孔が設けられ、この基板収容孔の孔壁から突
出する基板支持部を有する、前記基板を搬送可能なトレイを準備し、減圧可能なチャンバ
内に配置され、トレイ支持部と、このトレイ支持部から上向きに突出する基板載置部とを
備え、静電吸着用電極が前記基板載置部の少なくとも一部が内蔵されている誘電体部材を
準備し、前記トレイの前記基板収容孔に基板を収容し、前記基板支持部で前記基板の下面
の外周縁部分を支持させた状態で、前記チャンバ内に前記トレイを搬入し、前記誘電体部
材の上方に前記トレイを配置し、前記トレイを前記誘電体部材に向けて降下させ、基板載
置部を、前記トレイの下面側から前記基板収容孔に挿入させ、前記トレイの下面を前記誘
電体部材のトレイ支持部に載置すると共に、前記基板収容孔に進入した前記基板載置部の
上端面である基板載置面で前記基板の下面を持ち上げ、前記トレイの前記基板支持部の上
面に対して０．２～０．３ｍｍ程度の隙間をあけて上方に配置されるように、前記基板載
置面に前記基板を載置し、前記静電吸着用電極に直流電圧を印加して、前記基板載置面に
前記基板を静電吸着させ、前記基板の下面と前記基板載置面との間の空間に伝熱ガスを供
給し、前記チャンバ内にプラズマを発生させる、プラズマ処理方法を提供する。


	header
	written-amendment

